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背景：グラフェンは原子 1 層分の厚さの炭素原子のシートであり，高キャリア移動度，高

導電率などの魅力的な物性を有しているため，デバイス応用が期待されている[1]。ナノ構造

応用では核形成層としての研究が始まっている[2]。グラフェンを核形成層に出来れば，成長

基板を自由に選択できるだけでなく[3]，剥離による結晶転写が可能となり，デバイス構造の

自由度を大幅に拡大できる。本研究では下地基板の影響を受けづらいナノコラム結晶成長

技術を用いることで，グラフェン上に良質な結晶を得ることを目的に，窒化物ナノコラム

を作製したので報告する。 

実験結果：Si基板に熱 CVD法で SiO2を 100 nm成膜した後，多層グラフェンを転写した基

板に，MBE法を用いて AlNバッファ層，自己形成 n-GaNナノコラムを成長した。AlNバッ

ファ層はシャッターシーケンスを用いたMEE法で成長した。Fig. 1は自己形成 n-GaNナノ

コラムの成長後 SEM像である。Fig. 1から多層グラフェン上に垂直にナノコラムが成長し

ていることが分かる。Fig. 2には HVPE GaN膜の PLピーク強度で規格化した n-GaNナノコ

ラムの PLスペクトルを示した。HVPE GaN膜に比べ 2.5倍以上の高い PL発光強度を得た

ことで，グラフェン/SiO2 基板上であってもナノコラム成長技術を適用することで良好な結

晶が得られることを示した。InGaN発光層を搭載したところ，Fig. 3に示すようにピーク波

長 507 nmにおいて単峰性の PL発光を得た。 

  

 
Fig. 1：自己形成ナノコラム

の鳥瞰 SEM像 
Fig. 2：n-GaNナノコラムの

PLスペクトル 

Fig. 3：InGaNナノコラムの
PLスペクトル 
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